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１．概要（Summary） 

昨年度に引き続き、次世代ナノデバイス製造のために

プラズマを用いた堆積およびエッチング、改質を目的とし

て装置を利用した。特に、半導体デバイスの微細化に向

けた原子層レベルでの成膜およびエッチングがプラズマ

プロセスに要求されている。プラズマで生成される活性種

が材料表面に及ぼす影響を解明するとともに原子スケー

ルでの解析を実施した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ支援原子層堆積装置、ラジカル計測付多目的

プラズマプロセス装置 

【実験方法】 

プラズマナノ工学研究センター所有のプラズマ支援原

子層堆積装置およびラジカル計測付多目的プラズマプロ

セス装置にて、SiO2膜の成膜および表面処理を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 PEALD (Plasma-Enhanced Atomic Layer 

Deposition) - SiO2を成膜する際の基板表面を、in-

situ FTIRモニタ付の ALD プラズマ装置を用いて、観

察した。ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置を

用いて、表面処理プロセスを、ALDプラズマ装置に移植

した。O2等の表面処理プロセスを行い、PEALD-SiO2 

の原料の吸着、および膜形成を In-situ ATR-FT-IRに

て観察した。感度を増幅できる ATRのプリズム表面にま

ず、PEALD-SiO2膜を成膜した。O2プラズマ処理後の

表面のスペクトルを initial表面として扱った。これより、

アミノシラン原料を供給し、気相より原料をパージして、

表面スペクトルを観察した（Precursor Adsorption）。そ

の後、O2 プラズマ （He/O2 150Pa 200W 3sec）を照射

し、観察した。スペクトルを Fig. 1に示す。 

 OHが減少し、SiO、Si-H、CHxが増加した。Si-Nボ

ンドをもつ原料が、吸着サイト OH と反応し、SiOのボン

ドを作成する。吸着原料には、まだ Si-H、CHxが残る。 

その後、O2 プラズマを 3sec 照射した。OHが初期レベ

ルに増加し、Si-H、CHxピークが消えて、初期レベルと

なった。SiOピークは増加した。初期レベルから見れば

SiOのみ増加した。 

表面の原子層レベルでの変化をとらえることができた。 

Fig. 1 PEALD-SIO2 film in-situ FTIR spectrum 

before/after precursor adsorption, and O2 plasma. 

(Initial is PEALD-SiO2 surface)   
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